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Przyrząd półprzewodnikowy

Wynalazek dotyczy przyrządu półprzewodniko¬
wego z płytką wyjściową materiału półprzewodni¬
kowego o kilku strefach, w którym graniczące ze
sobą strefy mają różne właściwości elektryczne
np. różny rodzaj przewodności i przynajmniej
jedna ze stref połączona jest elektrycznie z kon¬
taktową warstwą metaliczną, przy czym warstwa
metaliczna leży na warstwie izolacyjnej, znajdują¬
cej się pomiędzy tą warstwą metaliczną i płytką
półprzewodnikową.

Przyrządy półprzewodnikowe wspomnianego wy¬
żej rodzaju stanowią na przykład diody planarne
i tranzystory. Tranzystor planarny może np. za¬
wierać płytkę półprzewodnikową która pokryta
jest warstwą izolacyjną, jak np. warstwa tlenku
krzemu, podczas gdy pod warstwą tlenku istnieją
lokalnie strefa powierzchniowa i strefa bazy, przy
czym część płytki półprzewodnikowej otaczająca
strefę bazy służy jako strefa kolektora zaś w stre¬
fie bazy wytwarza się lokalnie strefy emitera.

Połączenia elektryczne (zwane dalej doprowa¬
dzeniami) ze strefą emitera, strefą bazy i w da¬
nym przypadku także strefą kolektora mogą być
wyprowadzone przez otwory (aperturę) w war¬
stwie tlenku.

W przypadku tranzystorów wielkiej częstotli¬
wości jest szczególnie ważne aby pojemność po¬
między poszczególnymi strefami była jak najmniej¬
sza. Wielkość powierzchni strefy bazy i strefy emi¬
tera powinna być zatem bardzo mała co oznacza,
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że i otwory w warstwie tlenku, przewidziane do
wykonania elektrycznych połączeń muszą być bar¬
dzo małe. Otwory te są często zbyt małe, aby
istniała na przykład możliwość bezpośredniego
przymocowania doprowadzenia do odpowiedniej
strefy. Na warstwie tlenku nakłada się przeto
warstwę metaliczną o powierzchni większej od
otworu w warstwie tlenku, przy czym część war¬
stwy metalicznej rozciągająca się tlo wewnątrz
otworu w warstwie tlenku jest połączona elektrycz-i
nie z odpowiednią strefą np. przez stopienie. Do
tej warstwy metalicznej może być teraz przymo¬
cowane doprowadzenie.

Z powodu małych wymiarów strefy bazy i stre¬
fy emitera, połączona elektrycznie z jedną z tych
stref, metaliczna warstwa kontaktowa, leży zwykle
w większej swej części powyżej części płytki pół¬
przewodnikowej, otaczającej strefę bazy i należą¬
cej do strefy kolektora.

Wiadomo, że w wielu układach występuje nie¬
pożądane zwiększenie pojemności baza-kolektor
i/albo emiter-kolektor. Ta zwiększona pojemność
może być w prosty sposób zamieniona na pojem¬
ność mniej szkodliwą. Niepożądana pojemność po¬
między metaliczną warstwą kontaktową a płytką
półprzewodnikową może występować także w in¬
nych niż tranzystory przyrządach półprzewodni¬
kowych np. w diodach planarnych.

Celem wynalazku jest stworzenie przyrządu pół¬
przewodnikowego wspomnianego wyżej rodzaju,
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w którym ta niepożądana pojemność zostanie ob¬
niżona przynajmniej podczas pracy.

Zgodnie z wynalazkiem przyrząd półprzewodni¬
kowy z płytką wyjściową materiału półprzewod¬
nikowego o kilku strefach, w którym graniczące
ze sobą strefy mają różne właściwości elektryczne,
np. różny rodzaj przewodnictwa, przy czym przy¬
najmniej jedna ze stref jest połączona elektrycznie

* z kontaktową warstwą metaliczną, która leży na
warstwie izolacyjnej, znajdującej się pomiędzy tą

- ^wferstwą metaliczną i płytką półprzewodnikową,
wykazuje cechę znamienną taką, że część warstwy

izolacyjnej p^i^ajprzez warstwę metaliczną leży
przynajmniej częściowo na przewodzącej warstwie
ekranującej która posiada odprowadzenie kontak¬
towe i ż& pomiędzy warstwą ekranującą i leżącą
pod nią częścią płytki półprzewodnikowej, znajdu¬
je się warstwa zaporowa. Warstwa ekranująca mo¬
że być po prostu warstwą metaliczną. Warstwę
zaporową może stanowić warstwa izolacyjna
umieszczona na płytce półprzewodnikowej, np.

warstwa tlenku krzemu.

Jest rzeczą zrozumiałą, że gdy podczas pracy
zostanie przyłożony właściwy potencjał do war¬
stwy ekranującej, to pojemność pomiędzy meta¬
liczną warstwą kontaktową i płytką półprzewodni¬
kową może być obniżona. Jeżeli kontaktowa war¬
stwa metaliczna połączona jest np. ze strefą bazy
tranzystora i rozciąga się aż powyżej strefy ko¬
lektora to występuje sprzężenie zwrotne wprowa¬
dzające pojemność baza-kolektor w przypadku,
gdy tranzystor będzie użyty jako element wzmac¬
niający z elektrodą emitera w punkcie o stałym
potencjale np. z uziemioną elektrodą emitera. Tego
wprowadzającego pojemność baza-kolektor, sprzę¬
żenia zwrotnego można uniknąć, jeżeli przyłączy
się także warstwę ekranującą do punktu o stałym
potencjale np. do ziemi. Pojemność baza-kolektor
zostaje wówczas jakoby zamieniona przez po¬
jemność pomiędzy np. elektrodą bazy i ziemią
i pojemność pomiędzy elektrodą kolektora i zie¬
mią. Pojemności te nie są na ogół szkodliwe.

W tym przypadku można między innymi uzyskać
bardzo prostą strukturę, jeżeli warstwę ekranu¬
jącą stanowi strefa powierzchniowa półprzewod¬
nika, która tworzy z częścią płytki półprzewodni¬
kowej leżącej pod spodem przejście typu p-n. Je¬
żeli warstwa ekranująca zostanie uziemiona to
przejście typu p-n zostanie automatycznie spola¬
ryzowane w kierunku zaporowym, przy czym w
miejscu przejścia typu p-n tworzy się jak wiado¬
mo wysokoomowa warstwa zaporowa. Dalsza bar¬
dzo korzystna odmiana wykonania przyrządu pół¬
przewodnikowego według wynalazku wykazuje
przeto tę cechę znamienną, że warstwę ekranującą
stanowi strefa powierzchniowa płytki półprzewod¬
nikowej, przy czym warstwa zaporowa utworzona
zostaje przez złącze typu p-n, które to złącze two¬
rzy strefa powierzchniowa z leżącą pod spodem
częścią płytki półprzewodnikowej.

Jeżeli przynajmniej dwie strefy płytki półprze¬
wodnikowej są połączone elektrycznie z oddziel¬
nymi, kontaktowymi warstwami metalicznymi, to
w wielu przypadkach może być z korzyścią za-
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stosowana dla tych warstw metalicznych jedna
wspólna warstwa ekranująca.

Wynalazek jest szczególnie ważny w odniesieniu
do przyrządów półprzewodnikowych o strukturze

5 tranzystorów, jak to wynika z tego co już zostało
powiedziane. Jedna z ważnych odmian wykonania
przyrządu półprzewodnikowego według wynalazku
wykazuje tę cechę znamienną, że ma strukturę
tranzystora ze strefą emitera, strefą bazy i strefą

10 kolektora, przy czym strefa emitera i strefa bazy
mają mniejsze wydłużenie warstwy niż strefa ko¬
lektora i są połączone elektrycznie z kontaktowy¬
mi warstwami metalicznymi, które to warstwy
rozciągają się aż do strefy kolektora i że pomię-

15 dzy przynajmniej jedną z tych warstw metalicz¬
nych i leżącą pod spodem należącą do strefy ko¬
lektora częścią płytki półprzewodnikowej znajduje
się warstwa ekranująca.

Jak wynika z tego co powiedziano, jedna z waż-
20 nych odmian wykonania przyrządu półprzewodni¬

kowego do wzmacniania sygnałów elektrycznych
według wynalazku, wykazuje tę cechę znamienną,
że warstwa ekranująca połączona jest z punktem
o stałym potencjale, przy czym szczególnie ważna
odmiana wykonania przeznaczona do wzmacniania
sygnałów elektrycznych i posiadająca strukturę
tranzystora wykazuje tę cechę znamienną, że sy¬
gnały elektryczne doprowadzane są do strefy bazy
struktury tranzystora, że strefa emitera połączona
jest z punktem o stałym potencjale i że pomiędzy
połączonymi elektrycznie ze strefą bazy metalicz¬
nymi warstwami kontaktowymi i strefą kolektora
znajduje się warstwa ekranująca, która także po¬
łączona jest z punktem o stałym potencjale, na
przykład z tym samym punktem co strefa emitera.
Dalsza z ważnych odmian wykonania przeznaczo¬
na do wzmacniania sygnałów elektrycznych, po¬
siadająca także strukturę tranzystora, wykazuje tę
cechę znamienną, że sygnały elektryczne dopro¬
wadzane są do strefy emitera struktury tranzysto¬
ra, że strefa bazy połączona jest z punktem o sta¬
łym potencjale i że pomiędzy połączoną elektrycz¬
nie ze strefą emitera kontaktową warstwą meta¬
liczną i strefą kolektora, znajduje się warstwa
ekranująca, która również połączona jest z punk¬
tem o stałym potencjale, na przykład z tym sa¬
mym punktem co strefa bazy.

Jest rzeczą oczywistą, że wynalazek da się także
korzystnie zastosować w przyrządach półprzewod¬
nikowych z płytką półprzewodnikową, w której
jest umieszczona większa ilość elementów obwo¬
du, jak tranzystory albo diody (obwód zcalony),
i w których leżąca na warstwie izolacyjnej kon¬
taktowa warstwa metaliczna, może tworzyć połą¬
czenie elektryczne pomiędzy dwoma elementami

55 obwodu.
Wynalazek zostanie bliżej objaśniony na przy¬

kładzie wykonania przedstawionym na rysunku.
Fig. 1 przedstawia schemat tranzystora według
wynalazku w widoku z góry, fig. 2 — przekrój po-

60 przeczny przez ten tranzystor według linii II — II
z fig. 1, fig. 3 — przekrój poprzeczny przez ten
tranzystor według linii III — III z fig. 1, fig. 4 —
drugi przykład wykonania tranzystora według wy-

65 nalazku w widoku z góry, fig. 5 — przekrój po-
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przeczny przez ten tranzystor według linii V — V
z fig. 4, i fig. 6 przedstawia przekrój poprzeczny
przez ten tranzystor według linii VI — VI z fig. 4.

Przedstawiony na fig. 1, 2 i 3 przykład wykona¬
nia pokazuje przyrząd półprzewodnikowy, którego
płytka półprzewodnikowa 1 ma większą ilość stref
2, 3 i 4, przy czym graniczące ze sobą strefy mają
różne właściwości elektryczne, w danym przypad¬
ku różny typ przewodnictwa. Strefy 3 i 4 są połą¬
czone elektrycznie z kontaktowymi warstwami
metalicznymi 5 względnie 6. Warstwy metaliczne 5
i 6 leżą na warstwach izolacyjnych 7 względnie 8,
które znajdują się pomiędzy warstwami 5 i 6 i płyt¬
ką półprzewodnikową 1. Części warstw izolacyj¬
nych 7 i 8 pokryte warstwami metalicznymi 5 i 6
leżą, zgodnie z wynalazkiem, w większej części na
przewodzącej warstwie ekranującej 9, która po¬
siada swobodnie odprowadzenie 10. Pomiędzy war¬
stwą ekranującą 9 i leżącą pod spodem częścią
płytki półprzewodnikowej 1 znajduje się warstwa
zaporowa 15.

Warstwa ekranująca 9 jest w przedstawionym
przykładzie warstwą metaliczną, podczas gdy war¬
stwę zaporową 15 stanowi izolacyjna warstwa tlen¬
ku krzemu, która jest naniesiona na krzemową
płytkę półprzewodnikową 1.

Warstwy ekranujące przeznaczone dla połączo¬
nych ze strefami 3 względnie 4, kontaktowych
warstw metalicznych 5 i 6, mogą być oddzielone
od siebie. W przedstawionym przykładzie jest je¬
dna wspólna warstwa ekranująca 9 dla obu kon¬
taktowych warstw metalicznych 5 i 6. Także war¬
stwy izolacyjne 7 i 8 zostały tutaj wykonane jako
jedna wspólna warstwa izolacyjna 7 i 8 (fig. 1).

W celu zwiększenia wyrazistości rysunku przed¬
stawiono na fig. 1 tylko zarys warstwy izolacyjnej
7, 8, leżącej pomiędzy warstwami metalicznymi 5
i 6 i warstwą ekranującą 9.

Urządzenie półprzewodnikowe według fig. 1, 2
i 3 przedstawia strukturę tranzystora ze strefą
emitera 4. Urządzenie jak to widać z fig. 1 składa
się z dwóch części: strefy bazy 3 i strefy kolekto¬
ra 2, przy czym strefa emitera 4 i strefa bazy 3
mają mniejszą powierzchnię niż strefa kolektora 2
i są połączone z kontaktowymi warstwami meta¬
licznymi 6 względnie 5. Warstwy metaliczne 5 i 6
rozciągają się aż do strefy kolektora 2 zaś warstwa
ekranująca 9 leży pomiędzy warstwami metalicz¬
nymi 6 i 5 i strefą kolektora 2.

Wielkość strefy bazy 3 i strefy emitera 4 jest
zbyt mała, aby istniała możliwość bezpośredniego
dołączenia do tych stref doprowadzeń. Z tego też
powodu umieszczone są kontaktowe warstwy me¬
taliczne 5 i 6, które występami 16 względnie 17
wchodzą do otworów 18 względnie 19 w warstwie
tlenku 15, gdzie są połączone ze strefą bazy 3
względnie strefą emitera 4.

Tranzystor według fig. 1, 2 i 3 może być wyko¬
nany w następujący sposób. Wytwarza się równo-;
cześnie większą ilość struktur tranzystorowych na
płytce półprzewodnikowej, po czym płytkę tę
dzieli się i otrzymuje się poszczególne tranzysto¬
ry. Sposób wytwarzania zostanie omówiony na
przykładzie jednej struktury tranzystorowej.
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Punkt wyjściowy stanowi płytka krzemowa ty¬
pu n o grubości około 250 pta i oporności właści¬
wej około 5 Qcm. W każdym kolejnym prostokącie
o wymiarach 400 pm X 5100 ^m umieszczona zosta-

5 je struktura tranzystora.
Płytka półprzewodnikowa 1 (patrz fig. 1, 2 i 3)

zostaje pokryta w znany w technice półprzewodni¬
kowej sposób, na przykład przez utlenianie w wil¬
gotnym tlenie, warstwą tlenku krzemu 15, po czym

io w warstwie tlenku 15 o grubości około 0,5 ^m^wy-
trawia się otwór 12. Jak wiadomo w technice pół¬
przewodnikowej wykonuje się zwykle takie otwo¬
ry w warstwach tlenku za pomocą lakieru foto-
utwardzalnego i czynnika trawiącego (fotolitogra-

15 fia). Wymiary otworu 12 wynoszą około 100 pm X
65 /um.

Na warstwę tlenku 15 wraz z otworem 12 zosta¬
je naparowana w ciągu około 15 minut warstwa
tlenku boru (B203), co odbywa się w temperaturze

20 około 900°C. Płytkę półprzewodnikową 1 poddaje
się następnie działaniu temperatury około 1200°C
w ciągu około 20 minut, w wyniku czego uzyskuje
się poprzez dyfuzję boru, strefę bazy 3 typu p
o grubości około 3 ^m.

23 Otwór 12 w warstwie tlenku 15 zostaje zama¬
skowany przez np. utlenianie za pomocą wilgotne¬
go tlenu, po czym wykonane zostają otwory 19
o wymiarach 10 pm X 50 jum.

Płytkę półprzewodnikową poddaje się następnie,
M na czas około 15 minut działaniu temperatury oko¬

ło 1100°C. Równocześnie umieszcza, się w pobliżu
płytki pewną ilość P2Og w temperaturze 200°C.
W ten sposób powstają poprzez dyfuzję fosforu
strefy emitera 4 typu n o grubości 1 /*m do 2 pan.

W warstwie tlenku 15 wykonuje się następnie
otwory 18, przy czym równocześnie oczyszcza się
otwory 19, następnie nakłada się metaliczną war¬
stwę ekranującą 9 w ten sposób ,że na warstwę
tlenku 15 naparowuje się aluminium zaś uzyskaną
warstwę aluminium usuwa się częściowo za pomo¬
cą lakieru fotoutwardzalnego i środka trawiącego
tak, że pozostaje tylko warstwa ekranująca 9.

Z kolei musi zostać nałożona warstwa izolacyj¬
na 7, 8. Można na przykład naparować S i O i po¬
wstałą w ten sposób warstwę izolacyjną; usunąć
znowu częściowo za pomocą lakieru fotoutwardzal¬
nego i środka trawiącego. Można także zastoso¬
wać jako warstwę izolacyjną lakier fotoutwardzal-
ny. W tym przypadku wystarczy tylko naniesienie
warstwy lakieru fotoutwardzalnego i usunięcie w

50 zwykły sposób zbędnej części tej warstwy.
Utworzona konstrukcja zostaje ponownie pokry¬

ta przez naparowanie warstwą aluminium, która
znowu usuwa się częściowe w taki sposób, że po¬
zostają kontaktowe warstwy 5 i 6. Występy 16 i 17

55 zostają w otworach 18 i 19 stopione z płytką 1 przez
podgrzanie do temperatury około 500°C.

Z kolei zostają połączone z warstwami metalicz¬
nymi 5 i 6 na przykład przez termokompresję do-

. prowadzenia np. druty złote 13 i 14 o średnicy
" 25 ^m.

Doprowadzenie 13 stanowi wyprowadzenie emi¬
tera, doprowadzenie 14 stanowi wyprowadzenie
bazy.

« Do części 10 warstwy ekranującej 9 może być w
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podobny sposób dołączone doprowadzenie, nie uwi¬
docznione, w celu nie zaciemniania rysunku.

Jeżeli płytka półprzewodnikowa tworzy część
większej płytki, to zostaje ona wycięta z tej płytki
i połączona z płytką nośną 20 wykonaną np. z po¬
złoconego stopu „Fernico" przez lutowanie za po¬
mocą spoiwa indo-antymonowego (około 2*Vo wagi
antymon). Płytka nośna stanowi w tym przypadku
kontakt kolektora.

Zaznacza się, że średnica części warstw meta¬
licznych 5, 6 i 9, do których dołączone zostaną koń¬
cówki wyprowadzeniowe, wynosi około 75 ^um, war¬
stwy metaliczne 5 i 6 widziane z góry (fig. 1) po¬
zostają kilka mikronów w obrębie warstwy meta¬
licznej 9 zaś warstwa metaliczna 9 pozostaje kilka
mikronów w obrębie warstwy izolacyjnej 7, 8.

Jeżeli opisany tranzystor zostanie zastosowany
jako element wzmacniający np. w układzie ze
wspólnym emiterem, wówczas sygnał wejściowy
doprowadza się pomiędzy doprowadzenia bazy 14
i emitera 13 zaś sygnał wyjściowy uzyskuje się na
doprowadzeniach kolektora 20 i emitera 13. Gdyby
nie było warstwy ekranującej 9 wówczas wystą¬
piłaby, wprowadzająca sprzężenie zwrotne, po¬
jemność baza-kolektor o wartości około 0,6 pF.
W przypadku, gdy jest warstwa ekranująca 9 i gdy
jest ona dołączona za pomocą odprowadzenia 10
warstwy ekranującej, do punktu o stałym poten¬
cjale np. do punktu uziemienia, wówczas po¬
jemność baza-kolektor spada do wartości około
0,15 pF, maleje zatem czterokrotnie. Wzmocnienie
możliwe do uzyskania zwiększa się w ten sposób
czterokrotnie, co przy układach wielostopniowych
daje możliwość opuszczenia jednego stopnia. Jest
rzeczą oczywistą, że to właśnie jest szczególnie
ważne. Jeżeli zastosuje się układ ze wspólną bazą,
wówczas obniżona zostaje, wprowadzająca sprzę¬
żenie zwrotne, pojemność emiter-kolektor.

W oparciu o figury 4, 5 i 6, zostanie omówiony
przykład wykonania, w którym warstwa ekranu¬
jąca składa się ze strefy powierzchniowej płytki
półprzewodnikowej, podczas gdy warstwa zaporo¬
wa utworzona jest przez złącze typu p-n, które to
złącze tworzy warstwa powierzchniowa z leżącą
pod spodem częścią płytki półprzewodnikowej.

Przykład wykonania według figur 4, 5 i 6 doty¬
czy tranzystora z krzemową płytką 30 o wymia¬
rach około 500 \im X 400 ^m X 250 [Am, 'ze strefą
kolektora 31 typu n, strefą bazy 32 typu p i strefą
emitera 33 typu n. Płytka 30 jest pokryta warstwą
tlenku krzemu 35, w której znajdują się otwory
36 i 39 o wymiarach około 10 ^um X 50 /nm przez
które połączone są kontaktowe warstwy metaliczne
44 i 45 ze strefą bazy 32 względnie ze strefą emi¬
tera 33. Średnica tych praktycznie kolistych części
warstw metalicznych 44 i 45 wynosi około 75 ^m.
Pod tymi częściami jak również pod warstwą tlen¬
ku 35 znajdują się strefy powierzchniowe typu
p 37, które służą jako warstwa ekranująca i które
tworzą złącza typu p-n 48 z leżącą pod spodem
częścią płytki 30 to znaczy ze strefą kolektora 31.
W warstwie tlenku 35 znajdują się otwory 40
o średnicy około 75 /Lim do wyprowadzenia odpro¬
wadzeń z warstw ekranujących 37. Z kontaktowy¬
mi warstwami metalicznymi 44 i 45 połączone są

doprowadzenia bazy 46 i emitera 47 (uwidocznione
tylko na fig. 5).

Tranzystor może być umocowany na płytce noś¬
nej 50, która służy równocześnie jako kontakt ko-

5 lektora.
Dla tranzystora według fig. 4, 5 i 6 mogą być

zastosowane takie same lub podobne materiały
jak dla tranzystora według fig. 1, 2 i 3. W proce¬
sach wytwarzania stosowane mogą być takie same
lub podobne sposoby nanoszenia różnych warstw
i stref jak to zostało opisane dla tranzystora we¬
dług figur 1, 2 i 3.

Warstwy ekranujące 37 mogą być uzyskane
przez dyfuzję równocześnie ze strefą bazy 33 pod¬
czas wspólnej obróbki dyfuzyjnej. W tym celu wy¬
konane zostają w warstwie tlenku 35 obok otworu
34 o wymiarach około 65 //m X 65 //m potrzebne¬
go do uzyskania strefy bazy 32, równocześnie otwo¬
ry 38 o wymiarach 175 ^m X 85 ^m do uzyskania
warstw ekranujących 37. Otwory 38 zostają po ob¬
róbce dyfuzyjnej zamaskowane np. przez utlenia¬
nie wilgotnym tlenem. Możliwe jest także umiesz¬
czenie warstw 37 na drodze oddzielnej obróbki
dyfuzyjnej, co może być korzystne np. przy nano¬
szeniu stosunkowo wysokoomowej strefy bazy. Ko¬
rzystne jest naniesienie najpierw warstw ekranu¬
jących 37 następnie zaś warstwy strefy bazy 32,
ponieważ obróbka cieplna związana z nanoszeniem
warstw ekranujących nie będzie miała w tym
przypadku wpływu na strefę bazy 32. ,

W przytoczonym przykładzie zastosowano dla
warstw metalicznych 44 i 45 oddzielne warstwy
ekranujące 37. Aby nie zaciemniać rysunku nie
uwidoczniono odprowadzeń, które muszą być po¬
łączone z warstwami ekranującymi 37 przez otwo¬
ry 40 w warstwie tlenku 35. Odprowadzenia mogą
być umieszczone w zwykły sposób stosowany w
technice półprzewodnikowej.

Jeżeli tranzystor zostanie zastosowany jako ele¬
ment wzmacniający np. w układzie ze wspólnym
emiterem lub wspólną bazą, przy czym warstwy
ekranujące 37 zostaną np. uziemione, to uzyska się
podobnie jak w poprzednio opisanym przykładzie
pokaźne obniżenie sprzężenia zwrotnego i polep¬

szenie wzmocnienia. Złącza typu p-n 48 otrzymują
wstępne napięcie w kierunku zaporowym i dzia¬
łają skutecznie jako warstwy zaporowe.

Jeżeli tranzystor przeznaczony jest wyłącznie
do układów ze wspólnym emiterem, to znaczenie
ma tylko połączona ze strefą bazy 32 warstwa
ekranująca 37 umieszczona pod warstwą metalicz¬
ną 44 zaś warstwa ekranująca 37 pod warstwą me¬
taliczną 45 jest w danym przypadku zbyteczna.
Jeżeli tranzystor przeznaczony jest wyłącznie do
układów ze wspólną bazą to warstwa ekranująca
37 pod warstwą metaliczną 44 jest zbyteczna.

Jest rzeczą oczywistą, że wynalazek nie ograni¬
cza się jedynie do opisanych przykładów wykona¬
nia. Dla fachowca możliwe będą w ramach wyna¬
lazku jeszcze inne liczne odmiany wykonania.
Płytka półprzewodnikowa może być wykonana za¬
miast z krzemu np. z germanu albo połączenia
typu Am -Bv a warstwy metaliczne mogą być
wykonane z innego metalu niż aluminium. War¬
stwa ekranująca 9 (fig. 1, 2 i 3) może być również
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wykonana z niklu. Wynalazek można stosować
także do innych niż tranzystory przyrządów pół¬
przewodnikowych, np. do diod albo do półprze¬
wodnikowych obwodów zcalonych, w których są
zastosowane kontaktowe warstwy metaliczne le- 8
żące na warstwach izolacyjnych. 5.

Zastrzeżenia patentowe
10

1. Przyrząd półprzewodnikowy z płytką wyjścio¬
wą materiału półprzewodnikowego o kilku stre¬
fach, w którym graniczące ze sobą strefy mają
różne właściwości elektryczne np. różny rodzaj
przewodnictwa i przynajmniej jedna ze stref * 15
połączona jest elektrycznie z kontaktową war¬
stwą metaliczną przy czym warstwa metaliczna
leży na warstwie izolacyjnej znajdującej się 6.
pomiędzy tą warstwą metaliczną i płytką pół¬
przewodnikową, znamienny tym, że część war- 2o
stwy izolacyjnej (7, 8), pokryta warstwą meta¬
liczną (5, 6) leży przynajmniej częściowo na 7.
przewodzącej warstwie ekranującej (9) posia¬
dającej odprowadzenie kontaktowe (10) i że po-:
między warstwą ekranującą i leżącą pod spo- 25
dem częścią płytki półprzewodnikowej znajdu¬
je się warstwa zaporowa (15).

2. Przyrząd półprzewodnikowy według zastrz. 1,
znamienny tym, że carstwa ekranująca (9) jest
także warstwą metaliczną podczas gdy warstwę 30
zaporową (15) stanowi warstwa izolacyjna np.
warstwa tlenku krzemu naniesiona na płytkę 8.
półprzewodnikową.

3. Przyrząd półprzewodnikowy według zastrz. 1,
znamienny tym, że warstwę ekranującą stano- 3g
wi strefa powierzchniowa płytki półprzewod¬
nikowej, zaś warstwa zaporowa utworzona jest
przez złącze typu p-n, które to złącze tworzy
strefa powierzchniowa z leżącą pod spodem
częścią płytki półprzewodnikowej.

4. Przyrząd półprzewodnikowy według zastrz. 1 —
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3, znamienny tym, że przynajmniej dwie jega
strefy (3, 4) połączone są elektrycznie z oddziel¬
nymi kontaktowymi warstwami metalicznymi
(5 i 6) i dla tych warstw metalicznych jest
wspólna warstwa ekranująca (9).
Przyrząd półprzewodnikowy według zastrz. 1 —
4, znamienny tym, że ma strukturę tranzystora
ze strefą emitera (4), strefą bazy (3) i strefą ko¬
lektora (2), przy czym strefa emitera i strefa
bazy mają mniejszą powierzchnię niż strefa ko¬
lektora i są połączone elektrycznie z kontakto¬
wymi warstwami metalicznymi (5, 6), które roz¬
ciągają się aż do strefy kolektora i że pomię¬
dzy przynajmniej jedną z tych warstw meta¬
licznych i leżącą pod spodem, należącą do stre¬
fy kolektora, częścią płytki półprzewodnikowej,
znajduje się warstwa ekranująca (9).
Przyrząd półprzewodnikowy według zastrz. 1 —
5, do wzmacniania sygnałów elektrycznych,
znamienny tym, że warstwa ekranująca połą¬
czona jest z punktem o stałym potencjale.
Przyrząd półprzewodnikowy według zastrz. 5
i 6, znamienny tym, że sygnały elektryczne do¬
prowadzane są do strefy bazy struktury tran¬
zystora, a strefa emitera połączona jest z punk¬
tem o stałym potencjale natomiast pomiędzy
połączoną ze strefą bazy, kontaktową warstwą
metaliczną i strefą kolektora znajduje się war¬
stwa ekranująca, która także połączona jest
z punktem o stałym potencjale np. z tym sa¬
mym punktem co strefa emitera.
Przyrząd półprzewodnikowy według zastrz. 5
i 6, znamienny tym, że sygnały elektryczne do¬
prowadzane są do strefy emitera struktury
tranzystora, a strefa bazy połączona jest z punk¬
tem o stałym potencjale natomiast pomiędzy
połączoną ze strefą emitera kontaktową war¬
stwą metaliczną i strefą kolektora znajduje się
warstwa ekranująca, która także połączona jest
z punktem o stałym potencjale np. z tym sa¬
mym punktem co strefa bazy.



KI. 21 g, 11/02 53 192 MKP H 01 1

19 1? 18 6 12 3 A

9 6 8

2' 3' FIG.3



KI. 21 g, 11/02 53192 MKP H 01 I

37 40 38
FIG.4 37 40 38 35

48 3! 50 FIG.5

48 31 50 p|G ($


	PL53192B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


